
Fig. 1. Transmission spectra of VZON 

films at V concentration of 0, 1.1, 2.9 and 

4.0 at.%. The inset shows dependence of 

average transmittance on V concentration. 
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【研究背景】可視光透明太陽電池は紫外光のみを吸収して発電するため、その効率は 0.4%

ほどしかない[1]。我々はこれまでに、バナジウム（V）と窒素（N）を共添加した ZnO

（VZON）薄膜において、亜鉛窒化物の形成による波長 400 ~ 550 nm域の可視光吸収が生

じることを報告した[2]。本研究では V 添加量の制御による同波長域の光吸収制御を検討し

た。 

【実験方法】RFマグネトロンスパッタ法を用いて、VZON薄膜を石英基板上に室温で 100 

nm堆積した。スパッタリングガス（Ar/N2）は Arと N2の分圧をそれぞれ 0.95 Pa、0.05 Pa

とし、V 添加量は 4.0 at.%までの範囲で変化させ、透過率と N 原子の化学結合状態との関

係を評価した。 

【実験結果】VZON薄膜の光透過スペクトルと波長 400 ~ 550 nmにおける平均光透過率の

V添加量依存性を Fig. 1に示す。1.1 at.%以上の V添加において、波長 600 nm以上のスペ

クトル形状はほぼ同じであるのに対して、波長 400 ~ 550 nm では平均透過率は V添加量の

増加に伴い減少した。VZON薄膜の N1s XPSスペクトルを Fig. 2に示す。V添加量の増加

に伴い、窒化バナジウム（VN）に起因する V-N結合や ZnO格子中の O位置を置換した N

に起因する Zn-NO結合などに由来するピークの強度が増加した。以上より、V 添加量を変

化させることで、VZON薄膜内にバンドギャップがそれぞれ約 2.3、2.5 eVの VNや酸窒化

亜鉛が薄膜内に形成され、波長が短い可視光の吸収を発現したと考える[3, 4]。 
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Fig. 2. N1s XPS spectra of VZON films 

at V concentration of 0, 1.1, 2.9 and 4.0 

at.%.  
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